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(54)【発明の名称】 平面表示素子

(57)【要約】
【課題】  ライン反転駆動の際に、信号線の極性反転に
よる電位変化により生じる画素電極間寄生容量を低減
し、中間調のラスタ表示時の横ストライプ状の表示むら
を防止して平面表示素子の表示品位の向上を図る。
【解決手段】  信号線１７に平行に隣接する画素電極２
３の間隙に電界遮蔽用配線１８ａを配置して、信号線１
７の信号線電位の極性反転に伴う画素電極の画素電位の
変化により画素電極２３の間隙に生じる画素電極間寄生
容量（Ｃｐｐ´）を極力小さくし、前段の画素電極の画
素電位の上昇を防止し、液晶表示素子１０の横ストライ
プ状の表示むらを解消する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  絶縁基板上に交差して配置される信号線
及び走査線の交点近傍に配置される複数のスイッチング
素子と、
前記信号線及び前記走査線に沿ってマトリクス状に配置
され前記スイッチング素子を介して前記信号線に接続さ
れる画素電極と、
前記走査線と一体的に形成され絶縁層を介して前記画素
電極と補助容量を形成する補助容量線とを有する第１の
基板と、
前記第１の基板と所定の間隙を隔てて対向配置される対
向電極と、
前記第１の基板及び前記対向電極の間隙に封入される光
変調層とを備え、
前記信号線に沿って前記画素電極の２画素毎に前記画素
電極の電位極性が異なる平面表示素子であって、
前段の前記走査線に接続される前段行の前記画素電極と
次の段の前記走査線に接続される次ぎの行の前記画素電
極との間に電界遮蔽配線を具備することを特徴とする平
面表示素子。
【請求項２】  前記電界遮蔽配線は、前記走査線と一体
であることを特徴とする請求項１記載の平面表示素子。
【請求項３】  前記電界遮蔽配線は、前記絶縁基板と前
記画素電極との中間層に配置されることを特徴とする請
求項１又は請求項２のいずれか記載の平面表示素子。
【請求項４】  前記走査線が、スリットを介して一体的
に形成される前記補助容量線と前記電界遮蔽配線からな
り、
前記補助容量線と補助容量を形成する前記画素電極の一
端部が前記スリット領域内に位置することを特徴とする
請求項１記載の平面表示素子。
【請求項５】  前記光変調層が、液晶層であることを特
徴とする請求項１乃至請求項４のいずれか記載の平面表
示素子。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、マトリクス状に配
置される画素電極を有する平面表示素子に関する。
【０００２】
【従来の技術】複数の走査線及び信号線の交点近傍に薄
膜トランジスタ（以下ＴＦＴと略称する。）等のスイッ
チング素子を形成し、このスイッチング素子にてマトリ
クス状に配列される画素電極のスイッチングを行うアレ
イ基板と、対向電極を有する対向基板との間隙に光変調
層として例えば、液晶層を封入してなる平面表示素子に
あっては、製造時の画素電極と走査線との位置合わせの
ばらつきに起因する補助容量の容量値のばらつきを防止
して、画素電極毎の表示むらを防止する必要がある。
【０００３】このため従来は、図６乃至図８に示すよう
に、信号線１及び走査線２の交点近傍のＴＦＴ３により
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マトリクス状に配列される画素電極４を駆動するアレイ
基板５上にて、画素電極４の一端部４ａが、隣接する他
の走査線２を乗り越える構造を採用することにより、画
素電極４と走査線２との位置合わせのばらつきに関わら
ず、画素電極４と走査線２との重複面積を一定に保ちこ
れにより補助容量５０の容量値の均一化を図っていた。
【０００４】一方この様なアレイ基板５を用いた平面表
示素子にて、画像表示時の焼き付き現象等を防止するた
め、通常は表示フレーム毎に画素電極の電位極性を対向
電極に対して反転して画像表示の駆動を行っている。こ
の様な画素電極の電位極性の反転パターンの１つとし
て、近年、走査線に沿って隣合う画素電極の電位極性を
反転し、且つ信号線に沿って配置される画素電極の２画
素毎に電位極性を反転するパターンを有する平面表示素
子がある。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら信号線に
沿って２画素毎に電位極性を反転する上記平面表示素子
にあっては、中間調のラスタ画面を表示すると、走査線
に沿った横ストライプ状の表示むらを生じることが判明
した。
【０００６】これは平面表示素子の信号線に沿って狭い
間隙を保持して隣り合う画素電極間には画素電極間寄生
容量５１を生じていて、各フレーム周期ごとに、信号線
に沿って配置される画素電極の電位極性を２画素毎に反
転する駆動方法においては、中間調ラスタ画面表示の場
合に、信号線に沿って隣接する画素電極間の画素電極間
寄生容量に起因して図７に示すように前段の画素電位Ｖ
ｐをシフトせてしまうことによる。
【０００７】即ち、次に走査される走査線に接続される
画素電極の電位極性が同極性であると、前段の走査線に
接続される画素電極に書き込まれた画素電位は、液晶層
５２に印加される電圧が大きくなる方向にレベルシフト
を生じる一方、次に走査される走査線に接続される画素
電極の電位極性が逆極性であると、前段の走査線に接続
される画素電極に書き込まれた画素電位は、液晶層に印
加される電圧が小さくなる方向にレベルシフトを生じ
る。この結果、走査線の1ライン毎に画素電極による液
晶層への印加電圧に差を生じ、平面表示素子にストライ
プ状の表示むらを生じその表示品位を損なうという問題
を生じていた。
【０００８】そこで本発明は上記課題を解決するもの
で、走査線に沿って隣り合う画素電極の電位極性が逆極
性であり、且つ信号線に沿って配置される画素電極の２
画素毎に電位極性が反転する様画素電極を反転駆動する
平面表示素子の中間調のラスタ画面の表示時に、横スト
ライプ状の表示むらを生じる事無く、良好な表示品位を
得られる平面表示素子を提供する事を目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】本発明は上記課題を解決
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する為の手段として、絶縁基板上に交差して配置される
信号線及び走査線の交点近傍に配置される複数のスイッ
チング素子と、前記信号線及び前記走査線に沿ってマト
リクス状に配置され前記スイッチング素子を介して前記
信号線に接続される画素電極と、前記走査線と一体的に
形成され絶縁層を介して前記画素電極と補助容量を形成
する補助容量線とを有する第１の基板と、前記第１の基
板と所定の間隙を隔てて対向配置される対向電極と、前
記第１の基板及び前記対向電極の間隙に封入される光変
調層とを備え、前記信号線に沿って前記画素電極の2画
素毎に前記画素電極の電位極性が異なる平面表示素子で
あって、前段の前記走査線に接続される前段行の前記画
素電極と次の段の前記走査線に接続される次ぎの行の前
記画素電極との間に電界遮蔽配線を設けるものである。
【００１０】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図１
乃至図５を参照して説明する。１０は、アクティブマト
リクス型液晶表示素子であり、第１の基板であるアレイ
基板１１及び第２の基板である対向基板１２をスペーサ
（図示せず）により一定の間隙を保持するよう対向配置
し、形成された間隙に光変調層である液晶層１４を封入
してなっている。
【００１１】アレイ基板１１は、ガラス基板１６上に１
０２４×３本の信号線１７と、７６８本の走査線１８と
がほぼ直交する様に配置されている。走査線１８は、ス
リット２０を介し図２に点線で示す補助容量線１８ａ
と、図２に実線で示す電界遮蔽用配線１８ｂとに別れて
ガラス基板１６上に直接配置されている。この走査線１
８を覆うようにガラス基板１６上に酸化シリコン（Ｓｉ
Ｏ
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）よりなるゲート絶縁膜２１が配置され、信号線１

７はこのゲート絶縁膜２１上に配置されている。信号線
１７と走査線１８との交差部近傍には、スイッチング素
子であるＴＦＴ２２が配置されている。
【００１２】ＴＦＴ２２は、走査線１８と一体のゲート
電極２４上にゲート絶縁膜２１を介しアモルファスシリ
コン（以下ａ－Ｓｉと略称する。）をパターン形成して
なる半導体層２６、半導体層２６のチャネル領域を保護
するチャネル保護層２７、ｎ＋型アモルファスシリコン
（ｎ＋ａ－Ｓｉ）からなるオーミックコンタクト層２８
を介して設けられるソース電極３０及びドレイン電極３
１から成っている。
【００１３】さらに層間絶縁膜３２を介してインジウム
錫酸化物（以下ＩＴＯと略称する。）からなる画素電極
２３がパターン形成され、信号線１７と一体のソース電
極３０に接続されている。図２に示す画素電極２３の一
端である上端２３ａは、前段の画素電極２３の走査線１
８の補助容量線１８ａを乗り越えてスリット２０領域に
達し、画素電極２３は、補助容量線１８ａとの重なり部
分で補助容量（Ｃｓ）を形成している。
【００１４】一方対向基板１２のガラス基板３６上に
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は、液晶表示素子１０として完成した場合に、アレイ基
板１１のＴＦＴ２２、画素電極２３と信号線１７との間
隙、および画素電極２３と走査線１８との間隙を遮光す
るためのクロム層よりなる遮光膜３７と、この遮光膜３
７間を埋めるように配置されたカラー表示を実現するた
めの赤（Ｒ）、縁（Ｇ）、青（Ｂ）の3原色で構成され
るカラーフィルタ層３８とが配置されている。さらに、
カラーフィルタ層３８上にはＩＴＯからなる対向電極４
０が積層されている。
【００１５】この様にしてなる上記アレイ基板１１及び
対向基板１２のそれぞれの対向面にポリイミドからなる
配向膜３３、４１を印刷塗布後、ラビング処理して、対
向時に配向方向が略９０°となるよう両基板１１、１２
を対向して組み立ててセルを形成し、その間隙に液晶組
成物を注入して液晶層１４を形成し、更に両基板１１、
１２の外表面に偏光板（図示せず）を貼り付け、液晶表
示素子１０を完成する。
【００１６】この液晶表示素子１０は、映像信号により
各画素電極２３に印加され画素電位の極性が図３に示す
様なパターンで反転されている。即ち、図３の縦方向を
信号線１７に平行、横方向を走査線１８に平行とする
と、走査線１８に平行に隣り合う画素電極２３の画素電
位が逆極性とされ、信号線１７に平行な画素電極２３の
画素電位が2画素毎に逆極性となる様反転駆動される。
【００１７】この液晶表示素子１０は、信号線１７に平
行な上下に隣接する画素電極２３間に、走査線１８の電
界遮蔽用配線１８bが介在し、電界を遮蔽することか
ら、上下の画素電極２３間の画素電極間寄生容量（Ｃｐ
ｐ´）が低減され、従来上下に隣接する画素電極２３間
の間隙が狭いことに起因して形成される画素電極間寄生
容量（Ｃｐｐ´）により生じていた上段の画素電位の変
動が非常に小さく成る。図４は、液晶表示素子１０の画
素の等価回路図である。ここで４２は補助容量（Ｃ
ｓ）、４３は画素電極間寄生容量（Ｃｐｐ´）である。
【００１８】この液晶表示素子１０において、中間調の
ラスタ表示テストを行ったところ画素電極２３は、図５
に示す画素電位をえられた。ここで、画素電位Ｖｐ、走
査線電位Ｖｇ、信号線電位Ｖｓｉｇ、対向電極電位Ｖｃ
ｏｍ、液晶印加電圧ＶＬｃとする。信号線電位Ｖｓｉｇ
は２Ｈ毎に極性が切り替わる。走査線電位Ｖｇは、ＴＦ
Ｔ２２をオンする走査パルスαと前記ＴＦＴ２２のオフ
時に伴う寄生容量に起因して画素電極２３の画素電位変
動を補償する補償パルスβとからなり、走査線１８に順
次印加される。
【００１９】液晶表示素子１０の中間調のラスタ表示
時、先ずｎ番目の走査線において、図５（ａ）に示すよ
うに、走査パルスαによるＴＦＴ２２のオンにより図３
のｎ番目の画素電極の画素電位Ｖｐは信号線電位Ｖｓｉ
ｇへの書き込みを行う。次の１Ｈには、ｎ＋１番目の走
査線、即ち隣接するすぐ下の走査線にＴＦＴ２２を介し
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て接続された図３のｎ＋１番目の画素電極に信号線電位
Ｖｓｉｇが書き込まれるが、この時、図５（ｂ）に示す
ように、ｎ＋１番目に接続された画素電極の画素電位Ｖ
ｐは負極性から正極性へ変化する。
【００２０】この画素電位Ｖｐの電位変化が画素電極間
寄生容量（Ｃｐｐ´）を介して前段の画素電極の画素電
位Ｖｐを変動させ画素電位Ｖｐの上昇を招き、従来例に
あっては図７（ａ）に示すようにｎ番目の走査線に接続
される画素電極の画素電位Ｖｐと対向電極電位Ｖｃｏｍ
により形成される液晶印加電圧ＶＬｃ（ｎ）は入力され
る映像信号よりもわずかに小さくなる。しかしながら、
液晶表示素子１０にあっては、ｎ番目とｎ＋１番目の画
素電極との間隙に電界遮蔽用配線１８ｂが設けられてい
て、画素電極間寄生容量（Ｃｐｐ´）が非常に小さい値
となっているので、画素電極間寄生容量（Ｃｐｐ´）を
起因とする画素電位Ｖｐの上昇が非常に小さく、ひいて
は、ｎ番目の走査線に接続される画素電極の画素電位Ｖ
ｐと対向電極電位Ｖｃｏｍにより形成される液晶印加電
圧ＶＬｃ（ｎ）は、図５（ａ）に示す様に入力される映
像信号とほぼ同等になる。
【００２１】次に、ｎ＋２番目の走査線にＴＦＴ２２を
介して接続された図３のｎ＋２番目の画素電極に信号線
電位Ｖｓｉｇが書き込まれるが、この時、図５（ｃ）に
示すように、ｎ＋２番目に接続された画素電極の画素電
位Ｖｐの極性は正極性のまま変化しないので、ｎ＋１段
目に接続された画素電極（ｎ＋１）の画素電位Ｖｐは、
従来例にあっては図７（ｂ）に示すように画素電極間寄
生容量（Ｃｐｐ´）を介して少し画素電位Ｖｐの上昇を
招き、ｎ＋１番目の走査線に接続される画素電極の画素
電位Ｖｐと対向電極電位Ｖｃｏｍにより形成される液晶
印加電圧ＶＬｃ（ｎ＋１）は入力される映像信号よりも
わずかに大きくなる。
【００２２】しかしながら、液晶表示素子１０にあって
は、ｎ＋１番目とｎ＋２番目の画素電極との間隙に電界
遮蔽用配線１８ｂが設けられていて、画素電極間寄生容
量（Ｃｐｐ´）が非常に小さい値となっているので、画
素電極間寄生容量（Ｃｐｐ´）を起因とする画素電位Ｖ
ｐの上昇が非常に小さく、ひいては、ｎ＋１番目の走査
線に接続される画素電極の画素電位Ｖｐと対向電極電位
Ｖｃｏｍにより形成される液晶印加電圧ＶＬｃ（ｎ＋
１）は、図５（ｂ）に示す様に、入力される映像信号と
ほぼ同等になる。次に、ｎ＋３番目の走査線にＴＦＴ２
２を介して接続された図３のｎ＋３番目の画素電極に信
号線電位Ｖｓｉｇが書き込まれるが、この時、図５
（ｄ）に示すように、ｎ＋３番目に接続された画素電極
の画素電位Ｖｐの極性は正極性から負極性へ変化する。
この画素電位Ｖｐの電位変化が画素電極間寄生容量（Ｃ
ｐｐ´）を介して前段の画素電極の画素電位Ｖｐを変動
させ画素電位Ｖｐの上昇を招き、従来例にあっては図７
（ｃ）に示すようにｎ＋２番目の走査線に接続される画
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素電極の画素電位Ｖｐと対向電極電位Ｖｃｏｍにより形
成される液晶印加電圧ＶＬｃ（ｎ）は入力される映像信
号よりも小さくなる。
【００２３】しかしながらこの画素電位Ｖｐの電位変化
に関わらず、ｎ＋２番目とｎ＋３番目の画素電極との間
隙に電界遮蔽用配線１８ｂが設けられていて、画素電極
間寄生容量（Ｃｐｐ´）が非常に小さい値となっている
ので、画素電極間寄生容量（Ｃｐｐ´）を起因とする画
素電位Ｖｐの上昇が非常に小さく、ひいては、ｎ番目の
走査線に接続される画素電極の画素電位Ｖｐと対向電極
電位Ｖｃｏｍにより形成される液晶印加電圧ＶＬｃ（ｎ
＋２）は、図５（ｃ）に示す様に入力される映像信号と
ほぼ同等になる。
【００２４】次に、ｎ＋４番目の走査線にＴＦＴ２２を
介して接続された図３のｎ＋４番目の画素電極に信号線
電位Ｖｓｉｇが書き込まれるが、この時、図５（ｅ）に
示すように、ｎ＋４番目に接続された画素電極の画素電
位Ｖｐの極性は負極性のまま変化しない。従ってｎ＋３
段目に接続された画素電極（ｎ＋３）の画素電位Ｖｐ
は、従来例にあっては図７（ｄ）に示すように画素電極
間寄生容量（Ｃｐｐ´）を介して少し画素電位Ｖｐの上
昇を招き、ｎ＋３番目の走査線に接続される画素電極の
画素電位Ｖｐと対向電極電位Ｖｃｏｍにより形成される
液晶印加電圧ＶＬｃ（ｎ＋３）は入力される映像信号よ
りもわずかに大きくなる。
【００２５】しかしながらｎ＋３番目とｎ＋４番目の画
素電極との間隙に電界遮蔽用配線１８ｂが設けられてい
て、画素電極間寄生容量（Ｃｐｐ´）が非常に小さい値
となっているので、画素電極間寄生容量（Ｃｐｐ´）を
起因とする画素電位Ｖｐの上昇が非常に小さく、ひいて
は、ｎ＋３番目の走査線に接続される画素電極の画素電
位Ｖｐと対向電極電位Ｖｃｏｍにより形成される液晶印
加電圧ＶＬｃ（ｎ＋３）は、図５（ｄ）に示す様に、入
力される映像信号とほぼ同等になる。
【００２６】この後、ｎ＋４番目の走査線以降に接続さ
れる画素電極の画素電位については、n番目の画素電極
の画素電位以降と同様の繰り返しとなり、液晶表示素子
１０全面にわたり画素電極の画素電位Ｖｐと対向電極電
位Ｖｃｏｍにより形成される液晶印加電圧ＶＬｃ は、
入力される映像信号とほぼ同等になる。従って、中間調
のラスタ表示において横ストライプ状の表示ムラの発生
が見られず、良好な中間調のラスタ表示を得られた。
【００２７】このように構成すれば、走査線１８ｎに接
続される前段行の画素電極２３ｎと次の段の走査線１８
（ｎ＋１）に接続される次ぎの行の画素電極２３（ｎ＋
１）との間に電界遮蔽用配線１８ｂを配線し、画素電極
２３間を電気的に遮蔽することから、隣接する画素電極
２３間の間隙が狭くても、信号線１７の極性反転時の電
位変化により画素電極２３間に生じる画素電極間寄生容
量（Ｃｐｐ´）を著しく低減出来、液晶表示素子１０の
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7
中間調のラスタ表示において、画素電極間寄生容量（Ｃ
ｐｐ´）を原因とする横ストライプ状の表示むらを防止
出来、均一で表示品位の高い液晶表示素子を得られる。
又、走査線１８にスリット２０を設け、画素電極２３を
その上端２３ａがスリット２０内に位置する様配置する
事により、補助容量（Ｃｓ）の容量値のばらつきが無く
画素毎の表示むらを防止出来、均一な表示を得られる。
【００２８】尚本発明は上記実施の形態に限られるもの
ではなく、その趣旨を変えない範囲での変更は可能であ
って、例えばマトリクス状に配列される画素電極の画素
数等限定されない。また、電界遮蔽用配線や補助容量線
の形状も限定されず、例えば第１の実施の形態におい
て、走査線と画素電極上端との位置精度が高ければ走査
線にスリットを設ける必要も無い。又カラーフィルタ層
をアレイ基板上に設ける等しても良い。又この発明は、
画素電極と対向電極との間にホール輸送層、有機発光層
等を積層する等して配置した有機ＥＬ素子等にも有効に
用いることができる。
【００２９】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、信
号線と平行な画素電極間の狭い間隙に電界遮蔽用配線を
設けることにより、画素電極間に生じる画素電極間寄生
容量を著しく小さく出来、ひいては画素電位の変化に起
因する隣接する画素電極の光変調層への印加電圧の変動
が極めて小さくなり、中間調のラスタ表示における横ス
トライプ状の表示むらを防止出来、均一で表示品位の高
い平面表示素子の実用化を図れる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態のアレイ基板を示す一部概
略平面図である。
【図２】本発明の実施の形態の液晶表示素子を示す図１
のＡ－Ｂ線及びＣ－Ｄ線から見た概略断面図である。
【図３】本発明の実施の形態の液晶表示素子の画素に印
加される映像信号の極性を示す説明図である。
【図４】本発明の実施の形態の液晶表示素子の画素の等
価回路図である。
【図５】本発明の実施の形態の中間調ラスタ表示時の液
晶印加電圧を示し、（ａ）はｎ番目の走査線への負極性
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の書き込み時、（ｂ）はｎ＋１番目の走査線への正極性
の書き込み時、（ｃ）はｎ＋２番目の走査線への正極性
の書き込み時、（ｄ）はｎ＋３番目の走査線への負極性
の書き込み時（ｅ）はｎ＋４番目の走査線への負極性の
書き込み時におけるグラフである。
【図６】従来の液晶表示素子の画素の等価回路図であ
る。
【図７】従来の液晶表示素子の中間調ラスタ表示時の液
晶印加電圧を示し、（ａ）はｎ番目の走査線への負極性
の書き込み時、（ｂ）はｎ＋１番目の走査線への正極性
の書き込み時、（ｃ）はｎ＋２番目の走査線への正極性
の書き込み時、（ｄ）はｎ＋３番目の走査線への負極性
の書き込み時（ｅ）はｎ＋４番目の走査線への負極性の
書き込み時におけるグラフである。
【図８】従来の液晶表示素子のアレイ基板を示す一部概
略平面図である。
【符号の説明】
１０…液晶表示素子
１１…アレイ基板
１２…対向基板
１４…液晶層
１６…ガラス基板
１７…信号線
１８…走査線
１８ａ…補助容量線
１８ｂ…電界遮蔽用配線
２０…スリット
２２…ＴＦＴ
２３…画素電極
２４…ゲート電極
３０…ソース電極
３６…ガラス基板
３７…遮光膜
３８…カラーフィルタ層
４０…対向電極
４２…補助容量（Ｃｓ）
４３…画素電極間寄生容量（Ｃｐｐ´）
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解决的问题：在行反转驱动时，为了减少由于信号线的极性反转引起的
电势变化而引起的像素电极之间的寄生电容，在半色调光栅显示时防止
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方案：在与信号线17平行的彼此相邻的像素电极23之间的空间中布置了
电场屏蔽布线18a，并且像素电极的像素电极电势由于信号线17的信号线
电势的极性反转而改变。 在间隙23中产生的像素电极之间的寄生电容
（Cpp&#39;）被最小化，以防止前级中的像素电极的像素电势升高，并
且消除了液晶显示元件10的水平条纹状的显示不均。
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